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An apparatus for testing semiconductor wafers and the like includes a prober table for receiving the semiconductor wafers 
to be tested and a holder receiver for receiving holders for probes or test needles. The prober table is arranged within a 
container having an open upper portion that has a plate having an opening through which pass the probes or test needles 
into the container. Discharge elements are provided within the container that are connected via a connection to a source for 
air, gas or the like. 
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© Anordnung zur Prufung von Halbleiter-Wafern Oder dergleichen. 

© Eine Anordnung zur PrOfung von Halterleiter- 
Wafern oder dergleichen weist elnen Probertisch zur 
Aufnahme der zu prufenden Halbleiter-Wafer oder 
AhnNchem auf sowie eine Halterung zur Aufnahme 
von Haltern fur Sonden oder dergleichen; der Pro- 
bertisch ist innerhaib eines Behalters angeordnet, 
der nach oben often ausgebildet ist; der Behalter ist 
durch eine Platte abgedeckt, die eine Offnung zur 
Durchfuhrung der Sonden oder dergleichen enthalt 
und innerhaib des Behalters sind Ausstromelemente 
vorgesehen, die uber eine Verbindung an eine Quel- 
le fur Luft, Gas oder dergleichen angeschlossen 
sind. 
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Die Erfindung betrifft eine Anordnung zur PrU- 
fung von Halbleiter-Wafern oder dergleichen ge- 
mafi d m Oberb griff des Patentanspruchs 1 . 

Die PrUfung von Halbleiter-Wafern wird in Tem- 
peraturbereichen von -200* C bis +400* C durch- 
gefOhrt. Diese Temperaturwerte werden durch KUh- 
lung und/oder Beheizung eines Probertisches 
durchgefUhrt, auf dem die Halbleiter-Wafer zu PrUf- 
zwecken aufgelegt werden. Im Bereich urn und 
unter 0* C werden auf den Wafern sowie auf den 
Probertischen selbst Eiskristalle erzeugt, die sich 
infolge der Feuchtigkeit der Umgebungsluft erge- 
ben. Zur Vermeidung derartiger Eiskristalle wird bei 
manuell bedienbaren Probern ein Stickstoffstrahl 
auf den Prober gerichtet. Bei dieser Methode wird 
zwar im Kernbereich des Stickstoffstrahles die Er- 
zeugung von Eiskristallen verhindert, jedbch wird 
durch das Ansaugen der Umgebungsluft an den 
Randbereichen des Stickstoffstrahles auf den 
Halbleiter-Wafern eine Eiskristallbildung nicht ver- 
hindert. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine 
Anordnung der eingangs genannten Art derart aus- 
zubilden, dafi im Betrieb bei Temperaturen urn und 
unter 0* C die Erzeugung von Eiskristallen verhin- 
dert wird und da£ im Betrieb oberhalb von 0*C 
Beeintrachtigungen durch Staub und/oder Oxida- 
tion vermeidbar sind. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgema/3 dadurch 
gelost, dai3 der nach oben offene Behalter durch 
eine Platte abgedeckt ist, die eine Offnung zur 
Durchfuhrung von Sonden enthalt, und datf inner- 
halb des Behalters Ausstromelemente vorgesehen 
sind, die uber eine Verbindung an eine Quelle fur 
Luft, Gas oder dergleichen angeschlossen sind. 

Die Erfindung schafft eine Anordnung zur PrU- 
fung von Halbleiter-Wafern, mit der bei einer Kuh- 
lung durch den Probertisch auf Temperaturen urn 
oder unter 0' C die Erzeugung von Eiskristallen 
verhindert wird, ferner bei Temperaturen oberhalb 
von 0° C Reinraumbedingungen einhaltbar sind 
und bei speziellen Anwendungszwecken Oxida- 
tionserscheinungen an den Spitzen der Sonden 
verhindert werden ko'nnen. 

Bei der erfindungsgema/ten Anordnung ist der 
Probertisch innerhalb eines nach oben offenen Be- 
halters angeordnet, wobei der Probertisch entwe- 
der zusammen mit dem Behalter oder relativ zum 
Behalter in einer horizontalen Ebene verfahrbar ist. 
Der nach oben offene Behalter ist durch eine Platte 
mit einer Offnung abgeschlossen, wodurch der Pro- 
bertisch innerhalb eines durch den Behalter und 
die Platte definierten Raumes angeordnet ist. 
Durch die Plattenoffnung kontaktieren Sonden die 
zu prUfenden Halbleiter-Wafer. Zur Vermeidung 
von Eiskristallbildung und/oder des Eindringens von 
Staubpartikeln wird Uber innerhalb des Behalters 
liegende Ausstromelemente ein Gas bzw. Luft mit 



der erforderlichen Temperatur und/oder dem ge- 
wUnschten Taupunkt in den Behalter geleitet. Die 
Stromungsgeschwindigkeit ist derart gewahrt, datf 
eine laminare Stromung gewahrleistet ist und eine 

5 vorbestimmte Menge an durch die Plattenoffnung 
austretender Luft erreicht wird. 

Gema/5 einer bevorzugten Ausfuhrungsform 
der erfindungsgema/ten Anordnung bestehen die 
Ausstromelemente aus porosen Korpern, beispiels- 

w weise in Form von zylinderischen Rohren, deren 
Porcteitat derart gewShlt ist, dafl das Gas oder die 
Luft gleichmaflig Uber die gesamte Lange der Aus- 
stromelemente in den Innenraum des BehSltern 
austritt und dadurch Turbulenzen innerhalb des Be- 

75 halters vermieden werden. 

Im folgenden wird eine bevorzugte AusfOh- 
rungsform der erfindungsgema/ten Anordnung an- 
hand der Zeichnung zur Erlauterung weiterer Merk- 
male beschrieben. Es zeigen: 

20 Figur 1 eine schematische, teilweise im 
Schnitt gehaltene Ansicht der Anord- 
nung, und 

Figur 2 eine schematische Teilaufsicht auf 
die Anordnung entlang der Linie 2 - 

25 2'in Figur 1 . 

Figur 1 zeigt in schematischer Qarstellung eine 
Anordnung zur Prufung von Halbleiter-Wafern, Hy- 
bridschaltungen oder dergleichen, mit einem Pro- 
bertisch 1 , der zur Aufnahme von Halbleiter-Wafern 

30 dient und in bekannter Weise an seiner Oberflache 
mit schmalen, vorzugsweise kreisformigen verlau- 
fenden Nuten ausgebildet ist, die uber ein nicht 
angezeigtes Anschluflsystem dazu dienen, einen 
Unterdruck gegenuber dem aufgelegten Halbleiter- 

35 Wafer auszuuben und den Halbleiter-Wafer auf 
dem Probertisch 1 zu halten. Der Probertisch 1 ist 
ferner mit Elementen zur Heizung und/oder KUh- 
lung ausgerustet. Ein derartiger Probertisch 1 ist 
sowohl in horizontaler Ebene, d. h. in X- und Y- 

40 Richtung verfahrbar, wie auch in einer vertikalen 
Richtung verlagerbar. Gemafl der dargestellten 
Ausfuhrungsform der Anordnung ist an der Lage- 
rung 3 des Probertisches 1 eine oben offener Be- 
halter 2 befestigt, der gema/J dieser AusfUhrungs- 

45 form zusammen mit dem Probertisch 1 verfahrbar 
ist und aus einem Boden 2a sowie vier Seitenwan- 
den 2b besteht. Die Seitenwande 2b haben eine 
Hone, derart, da/3 der Probertisch 1 innerhalb die- 
ses Behalters 2 zu liegen kommt und die Oberfla- 

50 che des Probertisches 1 unterhalb der oberen Kan- 
ten der Seitenwande 2b zu liegen kommt. Zwi- 
schen der mit 3 bezeichneten Lagerung des Pro- 
bertisches 1 und dem Boden 2a ist eine geeignete 
Dichtung angeordnet, die in Figur 1 nicht gezeigt 

55 ist und ein Ausstromen des im Behalter 2 befindli- 
chen Gases oder Luft nach unten ausschlietft. 

Seitlich des Probertisches 1 sind z. B. in zuein- 
ander paralleler Anordnung Ausstromelemente 5, 6 
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vorgesehen, die uber einen Verbindungsabschnitt 7 
(Fig. 2) miteinander in Verbindung stehen und Uber 
einen Anschlufl 8 an eine Quelle 9 angeschlossen 
sind. Die Quelle 9 erzeugt das Gas, das in das 
Innere des Behalters 2 geleitet wird, urn eine lami- 
nare Stromung zu erzeugen. Der Anschlufl 8 ist, 
wie Figur 2 zeigt, durch eine der Seitenwande 2b 
durchgefUhrt, derart, da/3 der AnschluB 8 gegen- 
uber der betreffenden Seitenwand 2b zur Vermei- 
dung eines Austritts von Luft Oder Gas abgedichtet 
ist. Die Ausstromelemente 5, 6 k6nnen gegenUber 
dem Boden 2a oder den Seitenwanden 2b des 
Behalters 2 durch Halteklammern oder dergleichen 
fixiert sein. 

Die Oberseite des nach oben offenen Behalters 
2 ist durch eine Platte 10 abgedeckt, die eine 
mittige Offnung 12 enthalt, die vorzugsweise kreis- 
formige Gestalt hat und mittig gegenuber der Mitte 
des ebenfalls kreisfdrmigen Probertisches 1 ausge- 
richtet ist. Die Platte 10, beispielsweise aus Blech, 
ist gegenuber der gesamten Anordnung fixiert, so 
da/5 der Probertisch 1 gemSB dieser Ausfuhrungs- 
form zusammen mit dem Behalter 2 in horizontaler 
Richtung gegenuber der Platte 10 und einer Son- 
denhalterung 14 verstellbar ist. 

Die Sondenhalterung 14 wie auch der Prober- 
tisch 1 mit seiner Lagerung 3 sind gegenuber 
einem nicht gezeigten Rahmen gelagert, wobei die 
Sondenhalterung 14 durch mehrere SaulenfUhrun- 
gen gegenuber dem Rahmen 1, gegebenenfalls 
verstellbar, gelagert ist. Die Saulenfuhrungen der 
. Sondenhalterung 14 sind in Figur 1 mit 18 bezeich- 
net. Auf der Sondenhalterung 14 sind mehrere 
Sonderhalter 15, 16 montiert, die ihrerseits die zu 
benutzenden und in Figur 1 nicht gezeigten Son- 
den aufnehmen. 

Die Offnung 12 der Platte 10 ist derart konzi- 
piert, da5 die von den Sondenhaltern 15, 16 gela- 
gerten Sonden einen Spitzenkontakt zu den zu 
prufenden Halbleiter-Wafern ermoglichen. Im Be- 
darfsfall kann die Offnung 12 durch einen Ring 20, 
beispielsweise aus Plexiglas, abgeschlossen wer- 
den, der eine ebenfalls vorzugsweise kreisformige 
Offnung 22 enthalt, welche kleiner ist als die Off- 
nung 12. Der Ring 20 hat dabei einen Au/tendurch- 
messer, der geringfUgig grofler ist als der Durch- 
messer der Offnung 12. 

Mittels des Ringes 20, der entweder auf der 
Platte 10 aufliegt oder in eine ringformige Nut der 
Platte 10 im Bereich deren Offnung 12 eingesetzt 
wird, die seitlich der Offnung 12 ausgebildet ist, 
wird eine Verringerung des Querschnittes der 6ff- 
♦ nung 12 im Bedarfsfalle erreicht. 

Bei der in Figur 1 und 2 gezeigten Ausfuh- 
rungsform ist eine Verstellung des Probertisches 1 
gegenuber der Sondenhalterung 14 und den in den 
Sondenhaltern 15, 16 eingespannten Sonden mog- 
lich, um ein schrittweises Abtasten der auf dem 



Probertisch 1 aufliegenden Halbleiter-Wafern zu 
realisieren. GemS/3 der dargestellten AusfUhrungs- 
form wird der Probertisch 1 zusammen mit dem 
Behalter 2 in X- und Y-Richtung verstellt, um die 

5 PrUfung der einzelnen Halbleiter-Wafer zu ermSgli- 
chen, die auf einer TrSgerschicht angeordnet sind. 

Durch die Ausstromelemente 5, 6 wird eine 
Stromung innerhalb des Behalters 2 erzeugt, die 
gleichmaBig aus den Ausstromelementen 5, 6 aus- 

10 tritt und eine nicht turbulente Luftstromung inner- 
halb des Behalters 2 erzeugt. Hierdurch wird ein 
schwacher Luftstrom oder Gasstrom in Richtung 
der Sffnung 12 erzeugt, wobei diese Luft- oder 
Gasstromung gleichmaflig aus der Offnung 12 aus- 

is tritt. Dadurch wird der Eintritt von Umgebungsluft 
oder von Partikeln aus der Umgebung in das Inne- 
re des Behalters 2 verindert. 

Als Ausstromelemente 5, 6 dienen vorzugswei- 
se zylinderische Rohre, beispielsweise aus Kera- 

20 mik, Kunststoff oder Kunstfaser, mit einer Poren- 
dichte in Grofienordnung von 1 bis 30 um. Diese 
rohrformigen Ausstromelemente 5, 6 sind gemSfl 
Figur 2 an der Seite mit ihrem freistehenden Ende 
abgeschlossen, wodurch das Ausstromen von Luft 

25 oder Gas im wesentlichen in Radialrichtung zu den 
Ausstromelementen 5, 6 gewahrleistet ist. Untersu- 
chungen haben gezeigt, dafl bei einer Anordnung 
mit dem vorstehend beschriebenen Aufbau stets 
eine konstante Luftvolumenemission aus der Off- 

30 nung 12 gegeben ist, wobei die Luft nur geringfU- 
gig abgekuhlt wird, nachdem sie an der Oberflache 
der zu prOfenden Halbleiter-Wafer passiert ist. Un- 
terhalb des Probertisches 1 ist ebenfalls ein durch 
den Probertisch 1 hervorgerufener Kuhleffekt fest- 

35 zustellen, wobei die Temperatur allerdings im Ver- 
gleich zu der durch die Ausstromelemente 5, 6 
zugefUhrten, getrockneten Luft bei einer Oberfla- 
chentemperatur des Probertisches 1 von etwa - 
55* C nur verhaltnismaflig niedriger ist als die 

40 durch die Ausstromelemente 5, 6 zugefuhrte Luft- 
temperatur von beispielsweise 20* C. Damit be- 
schrankt sich bei der beschriebenen Anordnung 
der Kuhleffekt des Probertisches 1 vorteilhafterwei- 
se nur auf die zu prufenden Halbleiter-Wafer, wah- 

45 rend andere Teile innerhalb des Raumes des Be- 
halters 2 durch die Kuhlung des Probertischs 1 
nicht beaufschlagt werden. 

Der vom Probertisch 1 erzeugte Unterdruck zur 
Halterung der Halbleiter-Wafer ist im Vergleich zu 

so dem von den Ausstromelementen 5, 6 zugefUhrten 
Luftvolumen vernachlassigbar und beeintrachtigt 
nicht die innerhalb des Behalters 2 gewUnschte 
laminare Luftstromung. 

Somit konzentriert sich die Kuhlung aufgrund 

55 des Probertisches 1 bei der beschriebenen Anord- 
nung auf die aufgelegten Halbleiter-Wafer, der ubri- 
ge Aufbau verbleibt weitgehend auf derjenigen 
Temperatur, die der Temperatur der durch die Aus- 



3 



5 



EP 0 505 981 A2 



6 



strom lemente 5, 6 zugefUhrten Luft entspricht. 

Die erfindungsgemSfie Anordnung laflt sich 
auch zur Einhaltung von Reinraumb dingungen 
einsetzen, d. h. fUr die PrUfung von Halbleiter- 
Wafern bei Temperaturen oberhalb von 0 * C, z. B. 
bei Raumtemperatur. Bei dieser Anwendungsart 
wird Luft mit der jeweils gewtinschten Partikelrein- 
heit in den Behalter 2 eingefUhrt und es wird 
verhindert, daB von oben Gber die Offnung 12 
Schmutzpartikel in den Behalter 2 eintreten. Bei 
Anwendung der beschriebenen Anordnung unter 
Reinraumbedingungen bedarf es nicht unbedingt 
des Einsatzes reiner Luft, jedoch der ZufOhrung 
von gefilterter Luft. 

Eine weitere Anwendung der beschriebenen 
Anordnungen liegt in der OberprQfung von 
Halbleiter-Wafern bei hoheren Temperaturen. Bei 
hoheren Temperaturen konnen an den Nadelspit- 
zen Oxidationen auftreten. Unter Einsatz der erfin- 
dungsgem30en Anordnung latft sich dies dadurch 
verhindern, dafi durch die Ausstromelemente 5, 6 
ein Edelgas (z. B. Argon oder Stickstoff) in den 
Innenraum des Behalters 2 geleitet wird und da- 
durch die PrUfspitzen der von den Haltern 15, 16 
gehalterten Sonden sich stets in einem Edelgas- 
strom befinden und dadurch Oxidationen, die zu 
Fehlmessungen fOhren, verhindert werden. 

Wird die erfindungsgema/te Anordnung in Ver- 
bindung mit getrockneter Luft verwendet, deren 
taupunkt beispielsweise bei -60' C liegt, kann es 
erforderlich sein, in dem Behalter 2 eine lonisa- 
tionseinrichtung vorzusehen, urn die zu den Aus- 
stromelementen 5, 6 gefuhrte Luft vor deren Eintriff 
in den Behalter 2 zu ionisieren. Die lonisierung der 
Luft hat den Zweck, einen Funkeniiberschlag inner- 
halb des Behalters 2 bei der OberprQfung der 
Halbleiter-Wafer zu vermeiden. 

Gemafl einer weiteren, in den Zeichnungen 
nicht dargestellten AusfUhrungsform der erfin- 
dungsgemaflen Anordnung ist vorgesehen, daft der 
Probertisch 1 relativ zum Behalter 2 verstellbar, 
insbesondere in X-Y-Richtung verstellbar ist. Urn 
dies zu erreichen, ist der Boden 2 mit einer ent- 
sprechend gro)3en Offnung versehen, wobei inner- 
halb der Offnung des Bodens 2a urn die Lagerung 
3 eine flexible Dichtung eingesetzt ist, urn die 
Verstellung der Lagerung 3 relativ zum Boden 2a 
zu realisieren. 

Urn den Behalter 2 gegen die Unterflache der 
Platte 10 zu halten, sind bei der in Figur 1 gezeig- 
ten AusfUhrungsform Federeinrichtungen 25, 26 
vorgesehen, die eine Vorspannungskraft erzeugen 
und die oberen Kanten der Behalterwande 2b ge- 
gen die untere Flache der Platte 10 drucken. 

Urn eine ruckfreie Verschiebung des Behalters 
2 gegenuber der Platte 10 zu vermeiden, d. h. urn 
den Reibungswiderstand zwischen den oberen 
Kanten der Seitenwande 2b und der Platte 10 



weitgehend zu reduzieren, sind bei einer b vorzug- 
ten AusfUhrungsform die nach oben weisenden 
Kanten der Seitenwande 2b abgerundet. Anstelle 
der Abrundungen der Kanten der SeitenwSnde 2b 
5 konnen zusatzliche Gleitelemente, z.B. die Kanten 
von oben eingesetzten Gleitstiften, vorgesehen 
werden. 

Zur besseren Einsicht in den Behalter 2 be- 
steht dieser vorzugsweise aus Plexiglas. 

w Figur 2 zeigt nur eine mogliche AusfUhrungs- 

form der AusstrSmelemente 5, 6, die im wesentli- 
chen parallel zueinander liegend angeordnet sind 
und durch ein Verbindungsrohr 7 eine im wesentli- 
che U-formige oder ringformige Struktur ergeben. 

75 Anstelle des Verbindungsrohres 7 kann ein ent- 
sprechendes Ausstromelement vorgesehen sein, 
das mit den anderen Ausstromelementen 5, 6 ver- 
bunden ist. 

Die erfindungsgemafie Anordnung la/ft sich in 

20 der nachstehenden Weise verwenden: 

Bei Prufvorgangen in Temperaturbereichen von - 
200* C bis +400* C, die vom Probertisch 1 an 
seiner Oberflache gegenuber den aufliegenden 
Halbleiter-Wafern erzeugt werden, wird zur Vermei- 

25 * dung von Eiskristallbildung von der Quelle 9 eine 
Luftstrdmung erzeugt, die beispielsweise eine 
Temperatur von 20* C hat und einen Taupunkt bei 
ungefahr -60° C besitzt. 

Bei der erfindungsgema/ten Anordnung, die 

30 sich insbesondere fur manuell bedienbare Prober 
eignet, Ial3t sich der wannenformige Behalter 2 
soweit in der horizontalen Ebene verschieben, da/3 
er durch Verlagerung gegenuber der oben liegen- 
den Platte 10 nach Art einer Schubladenfunktion 

35 den Zugang auf den Probertisch 1 ermoglicht, um 
ein Auswechseln der Halbleiter-Wafer zu ermogli- 
chen. 

Bei der OberprQfung von Wafern konnen Son- 
den in Form von PrUfnadeln und/oder Nadelkanten 
40 zum Kontaktieren der Wafer, Hybridschaltungen 
oder dergleichen eingesetzt werden. 

Patentansprtiche 

45 1. Anordnung zur Prufung von Halbleiter-Wafern 
oder dergleichen, mit einem Probertisch (1) zur 
Aufnahme der zu prufenden Halbleiter-Wafer 
oder dergleichen, mit einer Halterung (14) zur 
Aufnahme von Haltern (15, 16) fur Sonden 

so oder dergleichen, wobei der Probertisch (1) 

innerhalb eines Behalters (2) angeordnet ist, 
der nach oben often ausgebildet ist; 
der nach oben offene Behalter (2) ist, durch 
eine Platte (10) abgedeckt, die eine Offnung 

55 (12) zur Durchfuhrung von Sonden oder der- 

gleichen enthalt; 

innerhalb des Behalters (2) sind Ausstromele- 
mente (5, 6) vorgesehen, die uber eine Verbin- 
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dung (8) an eine Quelle (9) fUr Luft, Gas oder 
dergleichen angeschlossen sind. 

2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafl der Behalter (2) fest mit dem 5 
Probertisch (1) verbunden ist. 

3. Anordnung nach Anspruch 1 , dadurch gekenn- 
zeichnet, der Probertisch (1) gegenUber dem 
Behalter (2) verstellbar angeordnet ist. w 

4. Anordnung nach wenigstens einem der voran- 
gehenden AnsprOche, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Ausstrdmelemente (5, 6) aus ei- 
nem porosen Material bestehen, derart, dafi im 75 
Behalter (2) eine laminare Luftstromung oder 
Gasstromung erzeugt wird. 

5. Anordnung nach wenigstens einem der voran- 
gehenden AnsprOche, dadurch gekennzeich- 20 
net, daB die Quelle (9) an welche die Aus- 
stromelemente (5, 6) angeschlossen sind, Luft 

mit ca. 20° C und einem Taupunkt bei -196 • 
C erzeugt. 

25 

6. Anordnung nach einem der AnsprUche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, da/3 gefilterte Luft zu 
den Ausstromelementen (5, 6) gefuhrt wird. 

7. Anordnung nach einem der AnsprOche 1 bis 4, 30 
dadurch gekennzeichnet, da/5 von der Quelle 

(9) Edelgas zu den Ausstromelementen (5, 6) 
geleitet wird. 

8. Anordnung nach wenigstens einem der voran- 35 
gehenden Anspruche, dadurch gekennzeich- 
net, daB im Behalter (2) eine Einrichtung zur 
lonisierung der Luft vorgesehen ist. 

40 
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